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はじめに：半導体型単層カーボンナノチューブ（s-SWCNT）はその高い伝導性のために薄膜トラ

ンジスタ(TFT)のチャネル材料として注目を集めており、高移動度かつフレキシブルなエレクトロ

ニクスデバイスへの応用が期待されている。これまで我々は、ゲルにより分離した高純度半導体

純度の s-SWCNT を用いて、薄膜トランジスタ(TFT)を作製し、その性能が向上することを報告し

た[1]。デバイス特性のさらなる向上のためには、より高純度で高品質の s-SWCNT の使用が必要

である。今回、我々は eDIPS 法で合成された SWCNT をゲルクロマトグラフィー法[2]により分離

し、得られた s-SWCNT を用いて TFT を作製した結果について報告する。 

実験：本実験では、SWCNT とゲルの相互作用を制御するために、混合界面活性剤（Sodium dodecyl 

sulfate と Sodium cholate）の SWCNT 分散溶液を用いて分離を行った。分離した s-SWCNT の

DOC 分散液を 3-aminopropyltriethanoxysilane で修飾した SiO2/Si 基板上に滴下し、ブローした

後、水で洗浄して薄膜を作製した。Ti/Au 電極を蒸着して、TFT の特性を評価した。 

結果：AFMにより s-SWCNTの長さを確認した結果、1～2 m程度であった（図 1）。この s-SWCNT

を用いて作製した TFT は、on/off 比 2×105、移動度 106 cm2/Vs の高い性能を示した。その出力特

性を図 2 に示す。TFT の特性の詳細については当日発表する。 
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Fig.1 AFM image (10 m×10 m) Fig.2 Output characteristics of TFT. 
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